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れいめい衛星観測による Inverted-V領域とその周辺における電子の特徴
Electron properties of Inverted-V structures and their vicinities based on Reimei observa-
tions
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Ｖ字静電ポテンシャルによって加速された Inverted-V電子のエネルギーやピッチ角分布の微細構造は、加速領域におけ
るＶ字静電ポテンシャルの構造や変動を反映したものであると考えられる。しかし、V 字静電ポテンシャルがどのよう
に維持されているか、ポテンシャル構造がどのように分布しているかなど、加速領域の形成は現在も未解決問題として
取り組まれている。本研究の目的は、Inverted-V領域だけではなく隣接するその前後にも着目し、Inverted-V電子の形成
を理解することである。オーロラ粒子・発光を高時間・高空間分解能で同時観測を行うれいめい衛星により、Inverted-V
領域の端で電子ビームが観測されることが分かった。この電子ビームはピッチ角が 0-20度で、Inverted-Vの中央に行く
につれ特徴的なエネルギーが数 100eVへと増加するとともに、ピッチ角が広がる傾向がある。また、これらは加速を受
けていないディフューズ電子と供に観測されることがある。そこで、電子ビームの特性を知るために、ディフューズ電
子、電子ビーム、十分に加速された Inverted-V電子のソース領域における密度・温度をそれぞれ推定した。ディフュー
ズ電子はMaxwell分布、一方、電子ビーム、Inverted-V電子については、Accelerated Maxwell分布を用いてフィッティン
グを行った。

2006年 2月 7日 0953:05UTのイベントは、73ILAT、0.4MLTで˜0.6LATにわたり Inverted-V電子が観測され、その高
緯度側ではエネルギーが˜400eVの等方的なディフューズ電子が観測されている。見積もられたディフューズ電子のソー
ス領域の温度・密度はそれぞれ、˜300eV、˜0.6/ccであった。一方、十分に加速された Inverted-V電子のソース領域にお
ける温度・密度は、˜300-˜400eV、˜0.1/ccであった。これらの境界にあたる電子ビームについては、<100eV、<0.1/ccと
なった。これらの結果は、電子ビームがディフューズ電子や Inverted-V電子のソース領域（プラズマシート）とは異なる
ことを示唆し、温度の低い電離圏高度に存在している背景電子によるものと考えることができる。また、電子ビームを形
成するために、わずかな電子をポテンシャル内に供給すれば良いことが分かる。一方で、多波長カメラによりオーロラ
アークが極域にわずか˜0.5km/sで移動していることが確認できた。従って、これらの電子ビームが V 字静電ポテンシャ
ルのドリフトによって説明できる可能性がある。また、電子ビームが観測されている別のイベントでも同様に、電子ビー
ムが電離圏起源である傾向を示している。しかし、定常的で、緯度・経度方向に移動を伴わないオーロラでも電子ビー
ムは観測されていることが分かった。このような場合、電離圏電子は V 字静電ポテンシャルの下端が低高度に下がった
ために、ポテンシャル内に供給された可能性がある。本発表では、電子ビーム、ディフューズ電子を伴う Inverted-Vイ
ベントの紹介と、電子ビームの形成について議論を行う。
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